
3SK103
シリコンNチャネルデュアルゲートMOS FE丁

UHF ttVチ ューナ高周波増幅用

■ 絶対最大定格  ABSOLUttE MA測 MUM RA丁 lNGS(Ta=25℃ )

■電気的索手性  ELECttR:CAL CHARACTERIS丁 :CS(Tα =25°C)

SIL:CON N‐ CHANNEL DUAL CAttE MOS FET

UHF TV ttUNER RF AMPL:FIER

1.グート1:Cate l

2.グート2:Cate 2

3.ド レイン:Drain

4.ソ ー ス :Source

(Dimensions in mm)

許容チャネル損失の周囲温度による変化

MAXIMUM CHANNEL DiSSiPAT10N
CURVE
300

50                    1t】 0

周囲温度 Ta(℃ )
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項 目 Symbol 3SK103 Unit

ド レ イ ン ・ ソ ー ス 電 圧 yDS V

ゲ ー ト 10ソ ー ス 電 圧 ycl s ±10 V

ゲ ー ト 20ソ ー ス 電 圧 yC2 S ±10 V

レ イ ン 電 流 mA

許 容 チ ャ ネ ル 損 失 Pcぬ 200 mW

チ ヤ ネ 温 度 Tcハ

Oc

保 存 温 度 T,:` -55～ +125
Oc
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項 目 Symbol Test Condition min. typ. max。
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ドレイ ン・ ソー ス破壊電圧 ycBR)。 sχ 761S=yc2 S=~5V, rD=200μ A

ゲー ト 10ソ ー ス破壊電圧 ソ(DR)61 SS rc:s=± loμA, yc2 S=yDS~0 ±10

ゲー ト20ソ ー ス破壊電圧 ycBR)62SS rC2 S=± 10μA. ycl s=yps=0         
～ ±10

ゲ ー ト 1遮 断 電 流 rclss yct s=± 8V・  yc2S=yDS=0 量二100

ゲ ー ト 2連 断 電 流 rC2SS 762S=± 8V, ycl s=yDS=0~ 量
=100

ゲー ト10ソ ー ス遮 断電 圧 yci s(。
〃)
yDS~10V, yc2 S~3V, rD=100μ A +0。 7 -1。 0

ゲー ト 2・ ソー ス遮 断電 圧 yC2 S(●
ノハ
yDS~10V9 ycl s_3V, ID=100μ A +0。 7 -1.0

電 流レ ン rDSS yDs=6V, yc2 S~3V, ycl s=0

順 伝 達 ア ド ミ タ ン ス IJル |

yDs-6Vo yc2S~3V,rD=lomA・
ノ
ー lkHZ

力 容 量入 C

yDS=6V, 762S~3V・  rD=10mA・ ノ=lMHZ

2。 0

出 力 容 量 C

逆 容 量伝 達 C 0.02

電 力 イf} PC yDS~6V.yc2 S~3V,rD-lomA.ノ =900M HZ

雑 数指 NF 5.0

1206 OHITACH:
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3SK103

丁YPiCAL

ソース接地出力静特性

OUTPUT CHARACttERiSttiCS

ドレイン電流対ゲー ト10ソ ース電圧特性
DRAIN CURRENT VS. GATE l
TO SOURCE VOLTAGE
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ドレイン・ソース電圧 ソDS(V)

ドレイン電流対ゲー ト2・ ソース電圧特性

DRAiN CURRENtt VSo GAttE 2
丁O SOURCE VOLttAGE

l.1)        2

γ― 卜2・ ソース電「正 762S(V)

電力利得対 ドレイン電流特性

POWER GA:N VSo DRA:N CURREN丁

20

16
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′。 (mA

順伝達ア ドミ

FORWARD
GAttE

タンス対ゲー ト10ソ ース電圧特性
TRANSFER ADMITTANCE VS.
1 丁O SOURCE VOLttAGE
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雑音指数対 ドレイ

SE F:GURE VS。

ン電流特性

DRAIN CURREN丁
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ドレイン電流 rD(mA)
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3SK103

()    1

ゲー ト2・ ソース電圧 yc2 s(V)

電力利得対 ドレイン 0ソ

「

ス電圧特性

POWER GAIN.VSe
DRA:N ttO SOURCE VOLttAGE

4  5           11)

ドレイン・ソース1鉦 yDS(V)

電力利得対ゲー ト20ソ ース電圧特性
POWER GA:N VS.

GATE 2 TO SOURCE VOLttAGE

雑音指数対 ドレイン・ ソース電圧特性

NO:SE F:GURE VS.
DRA:N ttO SOURCE VOLttAGE

l・62ヽ =3ヽ
°

′′)=10mヘ

ノ=91‖ )卜lH′

11)

ドレイン・ソース班  yDs(V)

雑音指数対ゲー ト20ソ ース電圧特性
NO:SE F:GURE VS。

GAttE 2 丁O SOURCE VOLTAGE

1     2     3

ゲー ト2・ ソース電圧 yc2 S(V)
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ゲー ト20ソ ース電圧
yG2 S(V)

利得減衰量対ゲー ト2・ ソース電圧特性

GAIN REDUCT10N VS。
GAttE 2 TO SOURCE VOLTAGE
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yps… 6V
rD-10mA
(at lを 2S~3V)

ノ…9∞MHz

yDs-6V

′。=10mA
(at yC2S~3V)

/=900MHZ
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